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  پيش درآمد                                                                                                         

  
  مقدمه 1-1  

اي از مشكلات خود بگشايد و ها سير كرده تا بتواند گرهانسان كنجكاو همواره در دنياي ناشناخته     
يكي از علومي كه در اين امر مدد رسان انسان بوده است . درآوردجهان پيرامون را به تسخير خود 

هاي شود، به آشنايي با روشها مربوط ميها و مولكولاين فناوري به دنياي اتم. باشدفناوري نانو مي
. ]1[نانومتر از سوي ديگر 1-1000كوچك سازي از يك سو و پي بردن به مكانيزم جاري در قلمرو 

و انقلاب عظيمي در تمامي ابعاد زندگي بشري اعم از الكترونيك، پزشكي، صنايع پيدايش فناوري نان
تسريّ عرصه علم مواد به مقياس نانو دسترسي به خواص منحصر به . نظامي و فضايي را به وجود آورد

 ،هاها به طور مجزا در جايگاه مناسب ساختماني آنها و مولكولاستفاده از اتم. فردي را ممكن مي سازد
هاي اين فناوري كه موضوع پژوهش بسيار يكي از زمينه. سبب كاربرد شگرف اين فناوري شده است

در قياس با . باشدمي 2يا نقاط كوانتومي 1رساناهاي صفر بعدي اي در عصر حاضر بوده، نيمگسترده
علت وجود ، نقاط كوانتومي به )بعدي يك( 4هاي كوانتوميو سيم) بعدي سه( 3ايساختارهاي كپه

هاي هاي بار و در نتيجه گسسته شدن چگالي حالتمحدوديت فضايي اعمال شده بر حركت حامل
ها در ساخت قطعات لذا اين سيستم. باشندالكتروني، داراي خواص نوري كاملاً منحصر به فردي مي

  .]2[اپتيكي و الكترونيكي كاربرد فراواني دارند
  اي بر نانوتكنولوژيمقدمه 1-2

  ي نانوپيشينه 1-2-1
  بر اين باور دوره  آن دانشمندان. شايد بتوان منشأ پيدايش فناوري نانو را در يونان باستان جستجو كرد   

                                                            
1 Zero dimensional semiconductors  
2  Quantum dots 
3 Bulk material 
4 Quantum wires 
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 5دموكريتوس. تقسيم كرد تا به ذراتي خرد نشدني رسيد يبه اجزاء كوچك توانمواد را ميكه  دندبو
طور  به. فيلسوف يوناني واژه اتم به معني تقسيم نشدني را براي توصيف ذرات سازنده مواد به كار برد

نانو براي بشر مشخص  ياي از مرتبهتوان گفت از چه زماني مزاياي استفاده از موادي با اندازهدقيق نمي
ي حاوي فلزات نانومتري هايگران رومي شيشهشد، اما مشهور است كه در قرن چهارم ميلادي شيشه

كه  ي ارسطو مبني بر اينعقيده» شيميدان شكاك«در كتاب  6رابرت بويل 1661در سال . ساختندمي
ماده از چهار عنصر آب، خاك، آتش و هوا تشكيل شده را مورد سرزنش قرار داده و پيشنهاد كرد ذرات 

هاي بسيار كوچكي از يك ماده را خشيعني ب 7هاهاي مختلف تركيب شده تا كورپسلريز مواد به روش
مايكل  1875در سال . پاشند نيز اشاره كردها كه به سادگي فرو نميوي به اهميت خوشه. تشكيل دهند

اي تلاش كرد تا چگونگي تأثير ذرات فلزي بر رنگ پنجره كليسا را توضيح دهد تا اين در مقاله 8فارادي
. ها به اندازه و نوع فلزات را مشخص كندتوانست وابستگي رنگ شيشه 9گوستاوماي 1908كه در سال 

هاي تجربي روي ذرات ريز فلزي وجود داشت، اما تعداد ميلادي فعاليت 1960و  1950هاي در دهه
تا اين كه در سال  ،گفتندنمي» نانو فناوري«ها ها محدود بوده و در آن زمان به اين فعاليتآزمايش
تا دهه . ها انداختي فناوري نانو را بر سر زباناستاد دانشگاه علوم توكيو واژه 10يگوچينوريو تان 1974
در . هاي مناسب ساخت نانو ساختارها فعاليت زيادي صورت نپذيرفتبه علت عدم وجود روش 1980
 در اين روش با استفاده از يك ليزر كانوني . هاي فلزي ابداع شدروشي براي ساخت خوشه 1981سال 

كند شوند، سپس دمش ناگهاني هليوم بخار را سرد ميتوان، فلزات تبخير و به پلاسماي داغ مبدل ميپر 
در سال . شودهاي مختلف ميهايي با اندازهها به خوشههاي فلزي و تبديل آنو موجب چگالش اتم

، دو 12وشنكوو ام 11اكيموف 1982در سال . استفاده شد (C60)از اين روش براي ساخت فولرين  1985
 نخستين بلور فوتوني سه. را گزارش دادند 13دانشمند روسي نخستين مشاهده اثرات محدوديت كوانتومي

مايكل . ]4[ساخته شد 14به وسيله يابلونوويچ 1990بعدي كه داراي يك گاف نوري كامل بود، در سال 
تكنولوژي اشاره كرده  هاي پيش روي ايناي به تعدادي از چالشطي مقاله 2001در سپتامبر  15روكز
ي ميله مثلاً وقتي اندازه. يك چالش اساسي، ارتباط بين دنياي نانو و دنياي بزرگ مقياس است. است

توانند به در نظام نانو، بسامدها مي. شوديابد، بسامد تشديد مغناطيسي آن زياد ميصلب كاهش مي
  .]3[باشند) فمومتر( 10-15تا ) ومترپيك( 10-12هاي ارتعاش ي دامنههرتز و محدوده 1010بزرگي 
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